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(57) Abstract: The invention relates to an integrated magnetoresistivc semiconductor memory arrangement (MR AM), in which the 
MRAM memory cells (10) each lie at crossing points for the select lines (5, 6) embedded in various separate line planes (1, 2), 
into which a read/write current may be imprinted for describing each MRAM memory cell (10) and for reading information written 
therein. Said magnetoresistivc semiconductor memory arrangement has selection lines (5, 6), for reading the information in a cell, 
which are in separate first and second line planes (1,2), each in direct contact with the memory cells (10) and a third and fourth 
line plane (3. 4), physically and electrically separate from the first and second line plane, which have write selection lines (7, 8) for 
writing cell information. 

[Fortsetzung auf der ncichsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfmdung betrifft eine integrierte magnetoresi stive Halbleiterspeicheranordnung (MRAM), bei derdie 
MRAM-Speicherzellen ( iO) jeweils an Kreuzung spunk ten von in verschiedenen voneinander separaten Leitungsebenen (1 , 2) einge- 
betteten Auswahlleitungen (5, 6) liegen, in die jeweils zum Beschreiben jeder MRAM-Speicherzelle ( 10) und zum Lesen einer darin 
eingeschriebenen Information ein Lese/Schreibstrom einpragbar ist. Dieser magnetoresistiven Halbleiterspeicheranordnung liegen 
Auswahlleitungen (5, 6), die zum Lesen einer Zelleninformation dienen, jeweils in direktem Kontakt mit den Speicherzellen (10) 
stehenden separaten ersten und zweiten Leitungsebenen (1, 2) und eine dritte und vierte von der ersten und zweiten Leitungsebene 
raumiich und elektrisch getrennte Leitungsebene (3, 4) ist mit Schreibauswahlleitungen (7, 8) zum Schreiben einer Zelleninforma- 
tion belegt. 



